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Название программы для ЭВМ:
«Программа для расчета статических характеристик резонансно-туннельных диодов на основе
GaN»

Реферат:
Программа предназначена для расчета вольт-амперных характеристик GaN
резонансно-туннельных диодов (РТД) с учетом межэлектронного взаимодействия,
поляризационных зарядов на гетерограницах. Область применения программы: оптимизация
статических характеристик GaN РТД. Пользователем задаются: толщины слоев, значения
поляризационных зарядов на гетерограницах, степень легирования, значения эффективноймассы
и диэлектрической проницаемости квантовой ямы, значения разрыва зоны проводимости для
барьерных слоев, температура. Далее программа решает стационарную систему уравнений
Шредингера и Пуассона с открытыми граничными условиями для заданной гетероструктуры.
Полученная вольт-амперная характеристика записывается в выходной текстовый файл.
Программа распараллелена с помощью технологии OpenMP. Тип ЭВМ: IBM PC. ОС: Windows
ХР и выше, Linux.

Fortran f90Язык программирования:

0,018 МБОбъем программы для ЭВМ:
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